
可控硅开关逆变型激光电源的理论分析和计算机模拟
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对可控硅开关型激光电源的理论问题做了深一步研究，建立了电源的数学模型，并用计算

机进行了模拟，和实验进行对照，从而从理论上揭示了这种电源的工作过程。模拟充电过程可

以给出所有电学参量和元件参数的对应关系3 并且通过计算机模拟实验可以对电路进行辅助

设计。这大大减少了设计上的盲目性，对充分发挥电路的特点，完善电路的功能具有实际指

作用。 (176)

产生高密度室温稳定 Ft 色心的实验新方法

以及有关机理的理论研究
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采用新的低温装置，大剂量电子束辐照掺有(OH)- 的 LiF 晶体，产生了高密度室温稳定

的 Ft 色心。这种 Ft 色心的激发谱峰值位置在 608nm 附近。相对于文献报道的普通 LiF 晶

体 Ft 色心的吸收峰值(645nm)有较大的紫移。 这种 Ft 色心的吸收带很宽，并具有良好的

室温稳定性和抗光漂白特性。分析了室温辐照与低温辐照样品的不同特点，提出了低温大剂

量辐照产生高密度室温稳定的 Ft 色心的理论解释。用量子理论分析了 Ft 色心紫移的原因

并计算了 Ft 色心产生以及衰变的拟化学反应级次。 (177)

BeAI20 4 : Cr3+晶体激光性能的改进
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通过对BeA1204 : Crs+ 晶体生长工艺的改进及精密退火处理，晶体的光学均匀性及内耗有

了较大改进。通过对激光系统的参数选择，转换效率、聚光效率及腔内损失也为之改善。在此

基础上，已将激光振荡阔值降低到 34J，输出能量增加到 593mJ (输入 196J))斜率效率达

到 0.6%。调谐范围从 735.7 ",796.1 nm。用 LiF:R- 心调 Q， 输出线宽大约为 0.001nm。不

调 Q 时输出线宽约为 0.1丑血。 (178)
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